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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月18日(2010.3.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマリアクタにおいて、有機平坦化層をマスキングするハードマスクを覆うフォト
レジストマスク構造を含むレジスト構造の前記有機平坦化層をエッチングする方法であっ
て、
　前記プラズマリアクタに、Ｎ２、Ｈ２及びＯ２を含むエッチャントガス化学物質を導入
する工程と、
　前記マスクした有機平坦化層を、前記エッチャントガス化学物質から形成されたプラズ
マを用いて、エッチングする工程とを含む方法。
【請求項２】
　前記有機平坦化層をエッチングする工程が、前記平坦化層を通してエッチングして、前
記有機平坦化層にトレンチを形成する工程を含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記平坦化層を通してエッチングして、前記トレンチを形成する工程が、１回のエッチ
ング工程で、前記平坦化層を通してエッチングする工程を含む請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記有機平坦化層をエッチングする工程が、異なる断面積のトレンチを、実質的に同じ
エッチングレートでエッチングする工程を含む請求項２記載の方法。
【請求項５】
　前記エッチャントガスを導入する工程が、Ｏ２を導入して、前記有機平坦化材料のエッ
チング中、エッチングレートマイクロローディングを調節する工程を含む請求項１記載の
方法。
【請求項６】
　導入する工程が、約１０：１０：ｘ（ｘは約１から約３の範囲内である）の流量比でＮ

２：Ｈ２：Ｏ２のエッチャントガス化学物質を導入する工程を含む請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記有機平坦化層をエッチングする工程が、（ａ）約１３．５６ＭＨｚ又は（ｂ）約１
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３．５６ＭＨｚ未満のうち１つのバイアス電力周波数を用いる工程を含む請求項６記載の
方法。
【請求項８】
　前記有機平坦化層をエッチングする工程が、約１００ワットから約１５００ワットのバ
イアス電力を用いる工程を含む請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記有機平坦化層をエッチングする工程が、約３００ワットから約２０００ワットのプ
ラズマソース電力を用いる工程を含む請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　導入する工程が、約１０：１０：１の流量比でＮ２：Ｈ２：Ｏ２のエッチャントガス化
学物質を導入する工程を含み、前記有機平坦化層をエッチングする工程が、約２ＭＨｚの
バイアス電力周波数を用いる工程を含む請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　導入する工程が、約１０：１０：２の流量比でＮ２：Ｈ２：Ｏ２のエッチャントガス化
学物質を導入する工程を含み、エッチングする工程が、約１３．５６ＭＨｚのバイアス電
力周波数、約８００ワットのバイアス電力及び約１２００ワットのプラズマソース電力で
エッチングする工程を含む請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記有機平坦化層をエッチングする工程が、約２ＭＨｚのバイアス電力を用いる工程を
含む請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　前記有機平坦化層をエッチングする工程が、約１３．５６ＭＨｚ未満のバイアス電力を
用いる工程を含む請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　前記有機平坦化層をエッチングする工程が、前記有機平坦化層をエッチングしながら、
前記フォトレジストをエッチングして取る工程を含む請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　前記有機平坦化層をエッチングする工程が、有機ＢＲＡＣをエッチングする工程を含む
請求項１記載の方法。
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